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Bild 42: Prinzip des FluBdiagramms flrr ein Speichertest-Programm.

Die 64-K-RAM-Baugruppe ist fiir den Betrieb des im Vorwort vorgestellten MFA-
Mikrocomputers unter dem Betriebssystem CP/M vorgesehen. Die Baugruppe enthilt
acht 8-KByte-RAM-Bausteine und ein EPROM mit wahlweise 2, 4, 8, 16 oder 32

KByte Speicherkapazitit.

Unter CP/M wird das EPROM nach dem Laden des Betriebssystems abgeschaltet, so
daB anschlieBend der ganze 64-K-RAM-Bereich zur Verfiigung steht. Fiir andere
Anwendungen ist es moglich, RAM und EPROM gemeinsam zu benutzen, wobei der
nutzbare RAM-Bereich um die Kapazitit des EPROMs verringert wird.

Nihere Einzelheiten zum CP/M-Betrieb des MFA-Mikrocomputers konnen hier nicht
ausgefiihrt werden; es wird nur die 64-K-Baugruppe mit Schaltung und Anwendungs-

prinzip vorgestellt.
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— S = Die 64-KByte-RAM-Baugruppe kann wahlweise im »ROM/RAM-Betrieb, ROM
© K mLE s — nicht abschaltbar« oder im »ROM/RAM-Betrieb mit abschaltbarem ROM« eingesetzt
H w2 2g 2 werden. Die Einrichtung der Baugruppe fiir die gewiinschte Betriebsart erfolgt durch
J“zj;— T ~ & Lotbriicken auf mehreren Briickenfeldern.
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| + - = =S L= g Bausteine und des EPROMs adressiert. Je nach verwendetem EPROM
=MLl © (2716...27256) werden die AdreBleitungen A1ll, A13 und Al4 im Briickenfeld
HIR =) »ROM-Typ« an die unterschiedlichen AnschluBbelegungen der EPROMs angepaft.

nicht
o

Die AdreBleitungen A13 bis A15 fiithren auf einen 1-aus-8-Decoder, der jeweils einen
der 8-KByte-RAM-Bausteine iiber dessen CS-AnschluB freigibt.
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Bild 43: Die 64-K-Baugruppe.
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Der zweite Eingang von ORI erhilt nach dem Einschalten vom Ausgang P=Q des
AdreBvergleichers ebenfalls L-Pegel, da die vom Prozessor ausgegebene Adresse
0000 stets kleiner als die mit dem Briickenfeld »RAM-Aktiv-Adresse« einstellbare
Vergleichsadresse ist. Die ODER-Verkniipfung OR1 gibt daher zunichst L-Pegel ab.
Hiermit wird der CS-AnschluB des EPROMs angesteuert und das EPROM aktiviert.

Bei aktivem EPROM muB der RAM-Speicher abgeschaltet sein. Die RAM-Abschal-
tung erfolgt durch H-Pegel an den OE-Anschliissen der RAM-Bausteine. Dieser
H-Pegel stammt von der ODER-Verkniipfung OR2 und wird durch Invertierung des
Ausgangssignals von OR1 (CS-Signal fiir das EPROM) gebildet.

Durch das beschriebene Verfahren wird nach dem Einschalten bzw. Reset stets das
EPROM aktiviert und der RAM-Speicher abgeschaltet.

Mit dem Briickenfeld »RAM-Aktiv-Adresse« wird eingestellt, ab welcher Speicher-
adresse statt des EPROMs der RAM-Speicher aktiv sein soll. Einstellbar sind die
AdreBwerte 0800, 1000, 2000, 4000 und 8000. Der einzustellende Wert richtet sich
nach dem EPROM-Typ.

Sobald der Prozessor eine Adresse ausgibt, die gleich oder groBer der eingestellten
RAM-Aktiv-Adresse ist, fiihrt der AdreBvergleicher am Ausgang P=Q einen H-Pegel
und schaltet iiber OR1 das EPROM ab.

Zum Lesen von Daten aus dem Speicher steuert der Prozessor die MEMR-Leitung
auf L-Pegel. Da das EPROM z. Zt. nicht aktiviert ist, fiihren jetzt beide Eingdnge von
OR2 L-Pegel, wodurch die OE-Anschliisse der RAM-Bausteine L-Pegel erhalten und
der RAM-Speicher zum Lesen von Daten freigegeben ist.

Zum Einschreiben von Daten in den RAM-Speicher ist L-Pegel an den OE-An-
schliissen nicht erforderlich.

Arbeitet der Prozessor wieder unterhalb der RAM-Aktiv-Adresse, nimmt der Aus-
gang P=Q des AdreBvergleichers wieder L-Pegel an. Hierdurch wird wieder vom
RAM auf das EPROM umgeschaltet. Das Abschalt-Flipflop ist an dieser Umschal-
tung nicht beteiligt.
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ROM-Abschaltung

Beim Einschalten des Mikrocomputers ist zundchst immer das EPROM aktiviert. Fiir
bestimmte Anwendungsfille der Speicherbaugruppe wie z. B. das Arbeiten unter dem
Betriebssystem CP/M muf} der Speicher bereits ab der Adresse 0000 mit RAM begin-
nen. Da CP/M nicht in EPROMs gespeichert wird, sondern auf einer Diskette, muf3
das EPROM ein Programm enthalten, mit dessen Hilfe CP/M von der Diskette in den
RAM-Speicher geladen wird. Nach diesem als » BOOTEN« bezeichneten Ladevor-
gang wird das EPROM nicht mehr bendtigt und muf abgeschaltet werden.

Die Abschaltung des EPROMs erfolgt durch das Abschalt-Flipflop in Verbindung mit
den Briicken »ROM nicht abschaltbar/abschaltbar« und »ROM-Abschalt-Adresse«.

Bedingungen fiir das Abschalten des EPROMs:

— Briickenfeld »ROM nicht abschaltbar/abschaltbar« in Stellung »abschaltbar;

— Speicher-Lesezugriff des Prozessors auf die mit dem Briickenfeld »ROM-Abschalt-
Adresse« eingestellte oder eine hohere Adresse.

Nur wenn beide Bedingungen gemeinsam erfiillt sind, wird das Abschalt-Flipflop
gesetzt und hierdurch das EPROM dauerhaft abgeschaltet. AnschlieBend kann auf
das EPROM nicht mehr zuriickgegriffen werden. Dieser Zustand bleibt bis zum
nichsten Reset erhalten.
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Bild 44: Die Anwendungsmdglichkeiten der 64-K-RAM-Baugruppe. \
gsmog Bild 45: Der Stromlaufplan der 64-K-RAM-Baugruppe.




